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Aplicatii:

Am uitat s& aprindem lumina in gradind, firmele luminoase trebuiesc pornite pe inserat ?

Dimineata devreme trebuiesc stinse ?
Aprinde un neavenit lumina si trebuie pornita alarma ?

Vrem sa aprindem sau sa stingem automat luminile de veghe ?
Dorim sa supraveghem flacara unui arzétor si s& fim semnalizati ?

S-a declangat un incendiu ce poate fi observat si semnalizat din timp ?

Caracteristici:
« Tensiune alimentare: 12Vcc
o Curent alimentare:  40mA

Functionare

Circuitul contine doua etaje de amplificare cu tranzistoare.
Primul etaj sesizeaza prin fotorezistenta LDRS starea de
iluminare locala. La intuneric, valoarea fotorezistentei este
de cca.50KQ iar la lumin puternica sub 500Q. impreuna cu
rezistenta R4 formeaza un divizor reglabil de tensiune de
pe care se aplica semnalul de comanda pe baza
tranzistorului.
La intuneric releul este aclansat. Cand fotorezistenta
primeste un fascilul de lumina, prin ea va creste curentul ce
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va fi injectat pe baza tranzistorului Si determina aparitia unui
curent de colector |. Pragul este stabilit prin reglarea
semireglabilului R4. Tensiunea V¢, va scadea ducéand la
blocarea tranzistorului T2, |og,-> OmA, releul se va decupla.
Pe masura ce iluminarea scade, valoarea rezistentei LDR
(fotorezistentei) creste, tranzistorul T1 se va bloca, T2 va
intra in conductie Si va permite aclansarea releului, simultan
cu aprinderea ledului.
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Schema electrica Amplasarea componetelor
Lista de componente
Nr.Crt. Componenta Denumire Valoare Cant
1 D1,D2 Dioda 1N4007 2
2 D3 Led LED 1
3 J1 Conector CON2 1
4 J2 Conector CONS3 1
5 LS1 Releu RELEU 12V 1
6 Q1,Q2 Tranzistor BC337 2
7 R1,R2,R3 Rezistenta 1KQ 3
8 R4 Semireglabil 500KQ 1
9 R5 Fotorezistenta LDR 1




Fotorezistenta

Este un rezistor, realizat dintr-un material semiconductor omogen, a carui rezistenta se modifica sub incidenta unui flux luminos
incident, functionand pe baza efectului fotoelectric intern.

Fotorezistentele, cunoscute si sub numele de Light Dependent Resistor (LDR), sunt elemente cu sulfura de cadmiu (CDS).
Rezistenta la o fotorezistenta variaza invers proportional cu cantitatea de lumina la care este expusa. Lumina puternica =
rezistenta mica, luminozitate scazuta = rezistenta mare.

Nota: Fototranzistoarele, fotodiodele sau celulele fotovoltaice sunt cu totul diferite, a nu se confunda cu fotorezistentele.

Pentru constructia acestor componente este utilizata sulfura de cadmiu, datorita costului redus, insa si alte materiale precum
sulfura de plumb, antimonid de indiu sau seleniura de plumb.

Rezistenta materialului in sine este o problema-cheie. Pentru a asigura variatia rezistentei la schimbarile de lumina, rezistenta de
contact este minimizata. Pentru a realiza acest lucru, zona din jurul contactelor este ih mod normal puternic dopata pentru a
reduce rezistenta in aceasta regiune.

in multe cazuri, zona dintre contacte este sub forma unui zig-zag, sau patratic. Acest lucru maximizeaza zona expusa Si prin
mentinerea distantei dintre contacte, reduce nivelul de rezistenta falsa si imbunatateste castigul.
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Se bazeaza pe fenomenul de fotoconductivitate prin care, sub influenta radiatiei luminoase, sunt eliberati electroni liberi care
cresc conductivitatea electrica a semiconductorului si implicit scad rezistenta rezistorului.

Conductia are loc datorita miscarii purtatorilor de sarcina (electroni si goluri). Prin fenomenul de fotoconductie se intelege
cresterea conductiei unui material (metal, semiconductor) datorita generarii de purtatori de sarcina suplimentari sub influenta

radiatiei luminoase.

Printr-un semiconductor supus unei diferente de potential U va trece un curent electric slab (de intuneric), care creste, atunci cand



semiconductorul este iluminat, datoritd fotoconductiei. Intensitatea fotocurentului, diferita de cea a curentului de intuneric, depinde
de temperatura, de tensiunea electrica aplicata si de durata iluminarii.

Conductibilitatea electrica totala oy este datorata electronilor (de concentratie n) si golurilor (de concentratie p), avand mobilitatile
Hn, respectiv .
Ot=€Upn+el,p

La intuneric conductibilitatea se datoreaza purtatorilor de sarcina de echilibru (electroni de concentratie n = n, si goluri de
concentratie p = py), conductibilitatea totala fiind numita si conductibilitatea de intuneric o).

Ot intuneric = 0= € HnNo * € Yp Po
Prin iluminare, concentratia de electroni creste de la ny la n, iar cea de goluri de la py la p.

Ot jluminare=€ Mp N+ € Hp P = € Py (Ng+ N -Ng) + € Py (P + P - Pg) = T * Of

Unde oy este conductibilitatea datorata iluminarii, sau fotoconductibilitatea datorata crearii excesului de purtatori An, respectiv Ap.
Din formula de mai sus fotoconductibilitatea este

0f= 0y + 0 =e(l, An + P, Ap)

Intensitatea curentului electric de fotoconductie (foto raspuns) este direct proportionala cu numarul total de fotoni absorbiti (G ) in
volumul probei semiconductoare luminate si cu sarcina electronului. Factorul de proportionalitate A’ se numeste “coeficient de
amplificare” de conductie, deci

Al =A'Ge
unde:
G=aSdo;

Fotorezistentele utilizate in practica sunt fabricate din materiale semiconductoare fotosensibile a caror conductibilitate de intuneric
este mult mai mica decét fotoconductibilitatea, o) << . In acest caz fotocurentul este direct proportional cu tensiunea aplicatad U

si cu fluxul luminos @, adica:
Al =CU®;

C fiind constanta dispozitivului experimental. Aceasta comportare a condus la utilizarea fotorezistentelor in circuite optoelectronice
si de automatizare. Studiul fotoconductiei semiconductorilor se face mai ales pe straturi subtiri cu grosimi de ordinul mm
deoarece, in comparatie cu probele masive, prezinta urmatoarele avantaje:

* Rezistenta electrica este mare, variatia ei la iluminare fiind mai usor de masurat;

+ Se inlatura posibilitatea variatiei suplimentare a rezistentei prin incalzire;

« Stratul subtire poate fi activat prin iluminare in toata grosimea sa, functie de parcursul fotonilor incidenti in materialul respectiv;

* Procesul de impurificare se poate realiza mai usor, fapt important deoarece impurificarea produce o deplasare a maximului
fotoraspunsului spre lungimi de unda din domeniul vizibil (pentru care distanta de patrundere a fotonilor in proba este mai mare).
Acest lucru este exemplificat in figura de mai jos, unde este prezentat raspunsul pentru un strat fotorezistor de CdS si un
fotorezistor de CdS impurificat cu cupru.
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Raspunsul unui fotorezistor de CdS pur si impurificat cu Cu

Tensiunea prin circuitul electric este direct proportionala cu rezistenta din circuit: U =R x .
Graficul intensitatii functie de tensiunea din circuit va fi o dreapta: | = U x 1/R

In timp ce diferitele tipuri de materiale utilizate pentru rezistente dependente de lumina sunt semiconductori, atunci cand sunt
utilizate ca un fotorezistor, ele sunt folosite doar ca un element rezistiv Si nu exista jonctiuni PN. Prin urmare dispozitivul este pur
pasiv.

Exista doua tipuri de fotoconductor si, prin urmare, fotoresistor:

- Fotoresistor intrinsec: Acest tip de fotoresistor foloseste un material fotoconductor care implica excitatia purtatorilor de
sarcina de la benzile de valenta la banda de conductie.

- Fotoresistor extrinsec: Acest tip de fotoresistor foloseste un material fotoconductor care implica excitatia purtatorilor de
sarcina ntre o impuritate si banda de valentd sau banda de conductie. Este nevoie de impuritati dopanti superficiali, care
nu sunt ionizati in prezenta luminii.

Performantele fotorezistentei se apreciaza prin marimile:

Rezistenta la intuneric - dependenta de dimensiunile geometrice si de concentratia de impuritati a semiconductorului,

Pragul fotoelectric - reprezentand lungimea de unda maxima pana la care dispozitivul mai functioneaza

Sensibilitatea spectrala - reprezinta raportul dintre conductanta fotorezistentei si fluxul luminos incident

Inertia fotorezistentei - reprezentand timpul dupa care rezistenta elementului se stabilizeaza la noua valoare, atunci cand fluxul
luminos variaza rapid.

Parametrii specifici unui fotorezistor:
Valoarea rezistentei electrice la intuneric, tensiunea maxim admisa la borne, puterea maxima disipata, sensibilitatea la luming

Variatia rezistentei de la lumina scazuta la lumina puternica poate fi de mii de ohmi. Cénd sunt expuse la lumina scézuta,
rezistenta unui fotorezistor poate fi de cativa megohmi (5-20 MQ in functie de tip si dimensiune) iar la lumina puternica are
valoare de cateva sute de ohmi. Fotorezistorii sunt nepolarizati, adica pot fi conectati intr-un circuit exact ca rezistentele.

Acest produs se livreaza in varianta circuit imprimat, circuit imprimat + componente sau in varianta asamblata in scopuri
educationale si va fi insotit de documentatia completa de asamblare pe CD.

Daca doriti sa aflati mai multe despre produsele noastre, vizitati situl www.epsicom.com
Daca ati intdmpinat probleme cu oricare dintre produsele noastre sau daca doriti informatii suplimentare, contactati-ne prin e-mail office @epsicom.com
Pentru orice intrebari, comentarii sau propuneri de afaceri nu ezitafi sa ne contactati pe adresa office@epsicom.com
31 Sararilor Street | 200570 Craiova, Dolj, Romania | 0723.377.426, 0743.377.426



